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Monolityczny multiwibrator półprzewodnikowy
Patent trwa od dnia 14 września 1962 r.

Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób
wytwarzania multiwibratora z diodą o dwóch
bazach. Dotychczas multiwibrator z diodą
o dwóch bazach był wytwarzany przez montaż
oddzielnych elementów układu. Sposób według
wynalazku pozwala na wytworzenie całego mul¬
tiwibratora w postaci jednolitej płytki pół¬
przewodnikowej. Ten sposób daje naiwiększy
stopień miniaturyzacji spośród wszystkich zna¬
nych obecnie sposobów produkcji układów elek¬
tronicznych.

Na rysunkach przedstawione są przykłady
wykonania wynalazku. Fig. la przedstawia wi¬
dok multiwibratora w przekroju podłużnym,
a fig. Ib widok z góry. Multiwibrator wykona¬
ny jest z płytki półprzewodnikowej 1. Na płyt¬
ce wytworzone są złącza 2, 3, 4 typu p-n oraz
kontakty nieprostujące 5, 6, 7, 8. Złącza 3 i 4 po-

* Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jest mgr inż. Andrzej Ambroziak.

łączone są z kontaktem 8 za pomocą drutu lub
płytki metalowej 9. Złącze 2 połączone jest
z kontaktem 5 za pomocą cienkiego drucika 10.
Kontakty 5 i 7 stanowią doprowadzenia dla na¬
pięcia zasilającego, a kontakt 6 stanowi wyjście
dla przebiegu generowanego.

Konstrukcja przedstawiona na fig. 1 równo¬
ważna jest układowi złożonemu z jednej diody
o dwóch bazach, jednej diody złączowej, trzech
oporników i kondensatora. Dioda o dwóch ba¬
zach utworzona jest przez złącze 4 i kontakty
5 i 6, a zwykła dioda przez złącze 3, Kondensa¬
torem jest złącze 2 spolaryzowane zaporowo.
Opornikami są odcinki płytki półprzewodniko¬
wej między kontaktami 6 i 7, 7 i 8 oraz mię¬
dzy kontaktem 5 i złączem 3. Parametry multi¬
wibratora są zależne od poszczególnych rozmia¬
rów struktury oraz parametrów zastosowanego
półprzewodnika. Przez odpowiedni dobór para¬
metrów multiwibrator może być astabilny lub
monostabilny.



Fig. 2a i fig. 2b przedstawiają widok multi-
wibratora, który różni się od przedstawionego
na fig. 1 tym; że zamiast złącza 2 typU p-n
wytworzony jest kontakt nieprostujący 2. Kon¬
takt ten służy do podłączenia kondensatora ze¬
wnętrznego. Przez zmianę pojemności tego kon¬
densatora można zmieniać częstotliwość drgań
multiwibratora.

Zastrzeżenia patentowe

1. Monolityczny multiwibrator półprzewodni¬
kowy z diodą o dwóch bazach (zwaną ina¬
czej tranzystorem jednozłączowym), znamien¬
ny tym, że wykonany jest w postaci płytki

półprzewodnikowej (ly, na której są umieszV
czone złącza (2, 3 i 4) typu p-n i kontaktyY
nieprostujące (5, 6, 7 i 8).

Monolityczny multwibrator według zastrze¬
żenia 1, znamienny tym, że złącze (4) i kon¬
takty (5 i 6) stanowią diodę o dwóch bazach,
złącze (3), diodę zwykłą, a złącze (2) spełnia
rolę kondensatora, natomiast rolę oporników
spełniają odcinki płytki półprzewodnikowej
między kontaktami (6 i 7), (7 i 8) oraz mię¬
dzy kontaktem (5) i złączem (3),
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